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O razpisu IPCEI ME/CT

» Javnirazpis Spodbude skupnega evropskega interesa za mikroelektroniko in komunikacijske

tehnologije Important Project of Common European Interest in microelectronics and

communication technologies - IPCEI ME/CT).

* Namen je spodbujanje skupnega evropskega interesa za mikroelektroniko in komunikacijske
tehnologije, k izvedbi raziskovalno-razvojnih dejavnosti, vklju¢no s prvo industrijsko uporabo pilotnih

reditev v okviru raziskovalno razvojnih projektov na podrocju mikroelektronike, polprevodnikov,

mikrocipov in komunikacijske tehnologije.

* PriIPCEI gre za ¢ezmejne, vecdrzavne projekte, ki se skozi projekte povezujejo s partnerskimi podjet;ji

iz EU.

* Vokviru projekta Mikro-Elektronika za Elektri¢na Vozila (MEEV) se skladno z usmeritvijo EU v
digitalno in zeleno transformacijo ter krovnim IPCEI Chapeau dokumentom, podjetje Elaphe

osredotoca na razvoj tehnoloskih resitev, ki v slovenskem in SirSem evropskem prostoru predstavljajo

pomemben napredek na podrocju mikroelektronike.

* Razvoj v okviru projekta MEEV je usmerjen na dve podroc¢ji moc¢nostne in energijske elektronike v

elektri¢nih vozilih.
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Welcome to IPCEI ME/CT

IPCEI ME/CT is a collaborative initiative aimed at driving innovation,
research, and industrial deployment across the microelectronics and
communication technologies value chain. Led by fourteen Member States
of the European Union, this project represents a strategic endeavor to
foster digital and green transformation while enhancing Europe's
competitiveness in key sectors.
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O razpisu IPCEI ME/CT

* 68 projektov, ki jih izvaja 56 podjetij iz 14 drzav ¢lanic EU.

* Pobuda zdruzuje velika podjetja, mala in srednja podjetja (MSP) ter raziskovalne institucije za razvoj

inovativnih reditev na podroc¢ju mikroelektronike in komunikacij.
* 20 najvegjih podijetij, vklju¢enih v IPCEI ME/CT:
o Airbus
o Bosch
o STMicroelectronics
o Continental Automotive

o GlobalFoundries

o Infineon
o Nokia

o NXP

o Orange

o Renault

o STMicroelectronics
o Xx-FAB

* Oba podprojekta sta TRL3 (Experimental proof of concept)
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O razpisu IPCEI ME/CT

“ Microelectronics and communication technologies are the
backbone of any modern electronic device from mobile
phones to medical equipment. This Important Project of
Common European interest is the largest approved so far and
the second on microelectronics. Innovation is essential to
help Europe economy become greener and more resilient.
But innovation can come with risks that the market alone is
not ready to take. This is why State aid should be made
available to fill such a gap. "

Margrethe Vestager, Executive Vice-President in charge of competition
policy

REPUBLIKA SLOVENIJA -1 Elnanm;a )
elaphe MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, vropska unija

NextGenerationEU
Propulsion Technologies TUR|ZEM IN §P0RT NACRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST




Communication Technologies

@ ACT Rl e ff)g IPCEI Microelectronics and

O razpisu IPCEl ME/CT e

—————————————————————————————— 4 (1) DP — SLOVAKIA

= SEMIKRON
Danfoss

Direct Participants

et

¢ Smo pridruzeni partner (associated participant) o (3)DPe - AUSTRIA

Automotive with
H Continental

* Robert Bosch i = AVL List
= Freiberger Compound Materials 1 = EEMCO
= GlobalFoundries Dresden Module One : = Infineon AT
= [nfineon Germany -
= mi2-factory !
« SGL Carbon ' i 4 (2) DPs — ROMANIA
= SEMIKRON Elektronik i : * Robert Bosch
* ZF NewCo IV with Wolfspeed Germany : ! with Bosch
GERMANY — DPs (8) # _______,: E - éz;:$:::;

]

)

]

FRANCE - DPs (8) & Can "W T Automotive
« Aledia = STMicroelectronics ; . ; Systems
* Continental  (France) A . . . e o e e @ (2) DPs « ITALY
* Renault " Valeo+Valeo-Siemens ' * MEMC Electronic Material
= Soitec ‘e’:::::otlve = STMicroelectronics
* Ital
= X-FAB France T

= Silicon Austria Labs
--------------------- 4 (1) AP — AUSTRIA

Associated Participants

= Tungsram Operations

= BelGan ; L e e 4 (1) AP — HUNGARY
= Soitec Belgium

BELGIUM — APs (2)

= Elaphe Propulsion Tech g
____________ 4 (2) APs — SLOVENIA

= CEA
= Murata = CNR
FRANCE 5>APs(2) &------- .Gy S N el 3 - S (1) AP — ITALY

= DAS Photonics
SPAIN — APs (1)

REPUBLIKA SLOVENIJA "1 2'“3“"';3 .
elaphe MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, vropska unija
NextGenerationEU

Tu R|ZEM IN gpo RT NACRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Propulsion Technologies



O razpisu IPCEI ME/CT

* Elaphe je vklju¢en v WS Act
* Vokviru projekta naslavljamo WP2 in WP4

)
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By having an effect, this user-oriented workstream contributes to the
global reduction of energy consumption and addresses many
downstream industries such as HPC data centers, electric vehicles,
displays, digital health systems, innovative smart manufacturing, smart
grids,...etc.

WP2
wp.1 Semiconductor
Materials, .
Technologies,
tools, -
aatibment manufacturing,
quip packaging & test
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O razpisu IPCEI ME/CT

* WP2 se osredotoca na izdelavo ¢ipov kamor spada podprojekt GaAs

* WP4 pa na sisteme in mo¢nostno elektroniko (podprojekt SiC/GaN)

Materials Semiconductor
Simulation tools Technologies, Smart
Production Manufacturing,

equipment Packaging and Test

* Modelling/simulation SW

» Equipment for SiC, GaN, GaAs
crystal growth

» SiC, GaN, and advanced GaAs
with different wafer diameters

* Solutions for smart
manufacturing
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* Front-end technology platforms
for power Si

* Front-end technology platforms
based on WBG and advanced
GaAs

* Front-end MEMS technologies
for actuation devices
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Components and

Modules
(e.g.: power module)

» Smart Power/Power Discrete
devices on Si technologies

* Devices on SiC/GaN
technologies

» Package and integrated
module prototypes

* MEMS/MOEMS actuators

* Micro-LEDs devices and
integrated modules

» Energy harvesting solutions
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ELAPHE z dvema podprojektoma

* Podprojekt (1): Mocnostna elektronika (SiC/GaN)

* Na podrogju elektricne mobilnosti je mo¢nostna elektronika za vodenje pogonskih

elektromotorjev eden od klju¢nih podsistemov vozila.

* Zuporabo novih tipov polprevodniskih tranzistorjev s Sirokim prepovedanim pasom
(SiC/GaN) bo zasnovana ucinkovitejsa in zmogljivejsa elektronika za vozila naslednje

generacije.

* Podprojekt (2): Energijski pretvorniki (GaAs)

» Zaelektri¢na vozila so klju¢ni energijski viri, kar pomeni, da je vsako odvec¢no toploto
smiselno pretvoriti nazaj v koristno energijo: na ta nacin zmanjSamo energijske izgube,

omejimo potrebe po hlajenju, predvsem pa pove¢amo doseg vozila.

Oba podprojekta sta TRL3 (Experimental proof of concept)
Skupna finan¢na maksimalna vrednost projekta: 1.645.015 EUR

Maksimalna visina sofinanciranja: 749.757 EUR

Financira

REPUBLIKA SLOVENIJA - | 2 S
elaphe MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, vropska unija

TURIZEM IN §P0RT NACRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST NeXtGenerationEU

Propulsion Technologies



Podprojekt (1): Mo¢nostna elektronika (SiC/GaN)

Pricetek projekta: 1.1.2023

Zakljucek projekta: 30.6.2026

Vodja podprojekta: Tomaz Motaln

Partner na projektu: Infineon, Renault
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Podprojekt (1): Mo¢nostna elektronika (SiC/GaN)

Na podrodju elektricne mobilnosti je moc¢nostna elektronika za vodenje pogonskih
elektromotorjev eden od klju¢nih podsistemov vozila. Z uporabo novih tipov polprevodniskih
tranzistorjev (SiC/GaN) bo zasnovana ucinkovitejsa in zmogljivejsa elektronika za vozila naslednje

generacije.
* lzdelan bo prototip moc¢nostne elektronike z uporabo SiC/GaN tehnologije.

* Predpostavka, da tehnologija prinasa za polovico manj toplotnih izgub, obenem pa ¢ipi lahko

delujejo tudi pri mnogo visji temperaturi.

* Volumen in teza mo¢nostne elektronike bo zato bistveno manjsa (do 20% manjsa - vec¢inoma

zaradi zmanjsanja velikosti kondenzatorjev na DC sklopu).

* Delovanje pri nekajkrat visji frekvenci kontrole (do 100kHz, trenutno 16 kHz), kar predstavlja vecji

izkoristek sistema.

» Zaradi visje preklopne frekvence bo mogoce zmanijsati izgube pogonskega sklopa za 15%.

* V praksi bo pomenilo bistveno vecji doseg elektri¢nih vozil ali pa potrebo po manjsi bateriji.
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Podprojekt (2): Energijski pretvorniki (GaAs)

Pricetek projekta: 1.1.2023

Zakljucek projekta: 30.6.2026

Skrbnik pogodbe: Janko Kobal

Partner na projektu: Freiberger Compound Materials
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Podprojekt (2): Energijski pretvorniki (GaAs)

Za elektri¢na vozila so klju¢ni energijski viri, kar pomeni, da je vsako odvec¢no toploto smiselno pretvoriti nazaj v koristno

energijo: na ta nacin zmanjsamo energijske izgube, omejimo potrebe po hlajenju, predvsem pa pove¢amo doseg vozila.
* Vokviru podprojekta energijskih pretvornikov bodo izdelane tri serije ¢ipov na osnovi GaAs.

* Vsaka serija bo zasnovana na svoji strukturi ¢ipa za katere bodo nac¢rtovane maske za foto-litografijo in dolocen

proces izdelave
+ Cipe bomo fizi¢no izdelali v prostorih instituta IOM-CNR.
+ Cip bo zasnovan na polprevodniku GaAs (galijev arzenid), ki omogo¢a bistveno ve&jo mobilnost elektronov.

* Namen razvoja je eksperimentalna potrditev novega koncepta termoelektricnega pretvornika, ki obeta bistveno vedji

izkoristek.

* Zasvoje delovanje ne potrebuje temperaturne razlike, kot je to pri obstojecih pretvornikih (na Seebeckovi ali

Peltierovi osnovi).

» To potencialno prinasa moznosti za SirSo uporabo te tehnologije tudi v mnogih drugih aplikacijah.
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Vprasanja

Hvala za vas ¢as.

Vec informacij:

Iztok Franko, odnosi z javhostmi

press@elaphe-ev.com
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